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Information

SU 178,179 2/84

Hersteller: VEB Mikroelektronik ~Karl Liebknecht” Stahnsdorf

Si-npn-Leistungsschalttransistor fir Schaltnetzteile

MaRe in mm und AnschluBbelegung

Masse ca. 22 g
Kollektor am
Gehause

Grenzwerte, gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung SU 178 SU 179
le=0 Ueso 800 , 1000 V
Kollektor-Emitter-Spannung ‘

lg =10 Uceo 400 450 Vv
Kollektorstrom lc 6 A
Kollektorspitzenstrom lem 8 A
Gesamtverlustleistung

g =50 % Pl * 60 W

Sperrschichttemperatur 0 +150 G



Kennwerte, (9, = 25°C — 5K)

min.
Kollektor-Emitter-Reststrom
Usg = Ugpo?» Upg = = 2V G
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
IC = 2,5 A, IB = O,5A UCEsat
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
IC = 2,5 A, IB = 0,5 A UBEsat
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc = 100 mA Usriceo 400)’
450)>
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE = 10 mA U(BR)EBO 6,0
Abfallzeit des Kollektorstromes tf

Ig = 2,54, Iy = 0,54,
)' SU 178 B~ L0 A
)> SU 179

Bestellbezeichnung: Transistor SU 178
Transistor SU 179

Anderungen vorbehalten!

BE-Nr. SU 178: 137 82 14 106 178006
SU 179: 137 82 14 106 179084

typ max.
1,0 mA
1,58 Y
1,4 Vv
V
\
Vv
\Y
1,0 us

Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlieBlich der information!

Es kénnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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